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緒言  
	 高効率有機太陽電池の詳細なキャリアダイナミクスの理解には、よく規定された単結晶性の有

機材料のモデル界面が必要となる。本研究では、超高真空中でも安定な Pn単結晶表面にエピタキ
シャル成長した C60を用いたモデル P—N 界面におけるキャリアの超高速ダイナミクスを時間分解
光電子顕微鏡（Time-resolved photoemission electron microscopy: TR-PEEM)を用いて計測し、界面に
おける電荷分離の過程を捉えることができたので報告する。 
実験  
	 Pentacene 単結晶(Pen-SC)上に C60を低速で真空蒸着し、エピタキシャル膜を作製した。この試

料の表面構造計測には大気中 AFMを用いた。C60/Pen-SC界面のキャリアのダイナミクスは、光電
子顕微鏡を検出器に用いたポンプ-プローブ法(TR-PEEM)により観測した。光源には、エネルギー
可変型フェムト秒パルスレーザーを利用し、ポンプ光のエネルギーは、2.4eVに設定し、プローブ
光は、2.4 eVから 4.8 eVのエネルギー域で可変とした。この時、光電子イメージを常に取得し、
試料の帯電箇所の寄与をスペクトルから除外した。 
結果  
	 Fig.1(a, b)に Pen-SC単体と C60/Pen-SCのポンプ-プローブ測定の結果得られた光電子量の時間・
エネルギー依存性を示す。Pen—SC単体では、プローブ光のエネルギーが 4.3 eVを超えると急激に
光電子強度が上昇した。4.3 eVは T1の準位に相当することが報告されており、得られた信号は主

に T1からの光電子の信号であると考えられる。その光電子の減衰の時定数には 2 psの早い減衰を
示す成分と数μs以上の遅い減衰を示す成分が存在した。 
	 一方、C60/Pen-SC では、C60の LUMOに対応する 4.5 eV以降で光電子強度の顕著な上昇が確認
された。これは Pentacene内で生成した励起子が P—N界面での電荷分離を経て C60の LUMO準位
へと移動する過程が観測されたと考えら

れる。また、得られたスペクトルのフィ

ッティングによりC60/Pen—SC界面での電
荷蓄積の時定数は 5 ps程度であることが
わかり、以前 SHGで報告されている値と
同等であることがわかった。 
	 このように、本研究では、TR-PEEMを
用いたポンプ-プローブ分光において、低
エネルギーのプローブ光を用いることや、

顕微イメージングを用いて特異箇所を除

くことなどの工夫により、絶縁性の高い

有機半導体材料の励起子やキャリアのダ

イナミクスを直接観察することに成功し

た。 Fig.1 Energy and time resolved spectra of (a)Pen-SC and (b)C60/Pen-SC 
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